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１．目的　

　◆磁気ヘッド材料，磁気記録媒体，スピントロニクス材料

　◆高性能モーター用磁石材料等，の磁気特性を評価

＜磁化，ヒステリシス，磁壁，磁気秩序＞

２．仕様

　◆円偏光Ｘ線生成→ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ移相子方式（BL39XUと同等）

　　　・光子ｴﾈﾙｷﾞｰ範囲　6.5keV ‐ 9keV　（遷移元素対応）

　◆円偏光Ｘ線利用→磁気吸収（XMCD），磁気散乱

　　　・測定ﾓｰﾄﾞ　透過法，蛍光法

　　　・磁場印加　面内及び垂直磁化

　　　・ﾋﾞｰﾑｻｲｽﾞ　通常ﾋﾞｰﾑ，ﾏｲｸﾛﾋﾞｰﾑ（数µm～サブµm)

はじめに
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ビームライン俯瞰写真
(2004年12月現在）

BL16XU

BL16XU全体配置

XAFS，ﾄﾎﾟｸﾞﾗﾌｨ
BL16B2

ミラー

二結晶単色器

光学ハッチ 実験ハッチ

BL16XU
蛍光，回折，ﾏｲｸﾛﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ移相子
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円偏光Ｘ線生成装置（光学ハッチ内）
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円偏光Ｘ線の生成と評価

完全直線偏光の確認
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Fe, Co, NiのXMCD測定結果

O.Mathon, et al.,JSR11(2004)423.
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Fe, Co, Niのﾋｽﾃﾘｼｽ測定結果
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１．円偏光Ｘ線の生成
　・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ移相子（１/４波長板）
　・6.5 keV～9 keV （遷移元素，希土類元素）

２．ＸＭＣＤ，ﾋｽﾃﾘｼｽの測定
　・カウンター測定法，ロックイン測定法
　　（制御ソフトの作成）
　・面内磁場，垂直磁場の印加

３．今後の進め方
　・微小部の磁化状態測定，イメージング
　・蛍光法による薄膜測定

まとめ


